光学与电子信息 学院集成电路工程领域、软件工程领域学位硕士研究生课程简介
	课程名称：硅超大规模集成电路工艺技术
	课程代码：182.558

	课程类型：□公共课  □专业必修课   █ 专业课程    □其它：           

	考核领域：  考试                            
	教学方式：讲授

	适用领域：集成电路工程、软件工程

	开课学期：   春季        
	总学时：32
	学分：2

	先修课程要求：半导体物理/固体物理  半导体器件

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术方向

	周文利
	教授
	微电子学与固体电子学
	45
	半导体芯片设计与工艺

	陈实
	副教授
	微电子学与固体电子学
	46
	薄膜传感器与智能系统

	
	
	
	
	

	课程负责教师教育经历及学术成就简介：

教育经历：

1986年9月至1990年7月，华中工学院检测技术与仪器专业，本科生

1992年9月至1995年7月，华中理工大学半导体器件与微电子学专业，硕士研究生

2000年10月至2004年1月，香港中文大学自动化与计算机辅助工程专业，博士研究生

2004年3月至2005年9月，香港中文大学  博士后

学术成就：

主要从事纳米材料、新型微纳电子器件和半导体芯片设计与工艺等领域的研究工作。近几年来先后主持、参与承担了十多项国家自然科学基金、国家863计划、湖北省自然科学基金、科技攻关等科研项目。具有较高的学术水平和丰富的科研工作经验。在国内外期刊和学术会议上发表和与人合作发表论文逾70篇；申请专利和集成电路布图设计专有权20余项。 担任全国半导体材料与设备标准化技术委员会委员。

	课程教学目标：

本课程以学习硅超大规模集成电路芯片生产制造的实际工艺技术为主。学生将重点掌握各项工艺技术的科学原理、工艺模型及测量方法，并了解各项工艺技术与工艺模型的未来发展趋势，从而具备进行微电子器件和集成电路工艺设计的能力。

课程大纲：（章节目录）

第一章 绪论                                                           

第二章 晶体生长、晶圆片制造与硅原片的基本特性                         

2.1 晶体生长方法与设备

2.2 晶体结构与缺陷 硅中的氧 硅中的碳

2.3 测量方法

第三章 半导体制造                                                     

3.1 超净室

3.2 晶圆片清洗

3.3 吸杂处理

第四章 光刻                                                          

4.1 曝光系统

 光刻胶

4.3 先进光刻技术

第五章 热氧化与Si-SiO2界面                                          

5.1 氧化动力学

5.2 Si-SiO2界面

第六章 扩散与离子注入                                            

6.1 扩散

6.2 离子注入

第七章  薄膜淀积                                                    

7.1 物理气相淀积

7.2 化学气相淀积

第八章  刻蚀                                                        

8.1 湿法腐蚀

8.2 等离子刻蚀

8.3 反应离子刻蚀

第九章  后端工艺                                                   

9.1 平坦化

9.2 互联

第十章  工艺集成—现代CMOS工艺  


	教材： 

《硅超大规模集成电路工艺技术：理论、实践、与模型》
【美】普卢默 等著，严利人 等译 （电子工业出版社，第一版）



	主要参考书：

《微电子制造科学原理与工程技术》（电子工业出版社，第二版）
【美】Stephen A. Campbell著，曾莹，严利人，王纪民等译

《硅集成电路工艺基础》 关旭东编著, 北京大学出版社, 2004 
《微加工导论》 陈迪等译, 电子工业出版社, 2006
《超大规模集成电路工艺原理》——硅和砷化镓 S.K甘地著 章熙康等译
《集成电路工艺基础》 王阳元等著

 

	考核方式：

开卷考试或报告占70%，平时作业和考勤占30%。


．

	课程名称：Silicon VLSI Process Technology
	课程代码：182.558

	课程类型：█ Major Basics

	考核方式： Exam                           
	教学方式：Lecturing

	适用领域：Integrated Circuit Engineering， Software Engineering

	开课学期： Spring    
	总学时：32
	学分：2

	先修课程要求：Semiconductor Physics/ Solid States Physics, Semiconductor Devices

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术方向

	Zhou Wenli
	Prof.
	Microelectronics and solid state electronics


	45
	Design and process of semiconductor Chip 

	Course Team Leader Education Experience and Academic Qualification：

Education Experience:

Sep,1986-July,1990  Huazhong Institute of Technology, Measurement Technology and Instrumentation       Bachelar Degree

Sep,1992-July,1995   Huazhong University of Science and Technology, Semiconductor Device and Microelectronics   Master Degree

Oct,2000-Jan,2004   The Chinese University of Hongkong, Automation and Computer-aided Engineering   Ph.D.  Degree

Mar,2004-Sept,2005   The Chinese University of Hongkong,    Post-doctoral Fellowship

Academic Qualification：

The main research field is Nano Material, Novel Micro/Nano-electronic Devices, Design and Process of Semiconductor Chip. In recent years, she has been responsible for more than ten research funds from NSFC, 863, and Hubei Province. She published more than 70 papers and applied more than 20 patents. She is the member of the semiconductor materials and Equipment Standardization Technical Committee.


	Chen Shi
	Assoc. Prof.
	Microelectronics and solid state electronics
	46
	Thin film sensor and intelligent system

	Course Objective：

 "Silicon VLSI Process Technology” is one of the basic courses of microelectronic technology for master students major in Integrated Circuits, Microelectronic Engineering, et al. From the course, students can master the fundamental constitutes and working principle of silicon VLSI process technology, get familiar with process modeling and measurement methods as well as their development trends. Thus students can acquire the ability of process design and development for microelectronic device and integrated circuits.
Course Outline

Chapter 1 Introduction 

Chapter 2 Crystal Growth, Wafer Fabrication and Basic Properties of Silicon Wafers 

2.1 Crystal Growth Methods and Equipment

2.2 Crystal Structure and Defects

2.3 Wafer Measurement Methods

Chapter 3 Semiconductor manufacturing 

3.1 Clean Room

3.2 Wafer Cleaning

3.3 Wafer Gettering

Chapter 4 Lithography 

4.1 Wafer Exposure Systems

4.2 Photoresist

4.3 Advanced lithography technology

Chapter 5 Thermal Oxidation and the Si/SiO2 Interface 

5.1 Oxidation Kinetic

5.2 Si/SiO2 Interface

Chapter 6 Doping 

6.1 Dopant Diffusion

6.2 Ion Implantation

Chapter 7 Thin Film Deposition 

7.1 Physical Vapor Deposition

7.2 Chemical Vapor Deposition

Chapter 8 Etching 

8.1 Wet Etching

8.2 Plasma Etching

8.3 Reactive Ion Etching

Chapter 9 Back-end Technology 

9.1 Planarization

9.2 Interconnection

Chapter 10 Modern CMOS Technology



	Recommended textbook:

James D Plummer, Silicon VLSI Technology Fundamentals, Practice and Modeling，Publishing House of Electronics Industry，2006

	Reference Books：

1.Stephen A. Campbell，The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication, Publishing House of Electronics Industry，2005

2.Guan Xudong, Fundamental of Silicon IC process, Peking University Press, 2004

 

	Grading Criteria：
Homework and Class participation   30%

Final Exam/Project Report      70%


